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１．概要（Summary） 

テラヘルツ(THz)技術分野では、低コストかつ省ス

ペースな THz 時間領域分光システムの開発が望まれ

ている。その実現に向け、光源に 1.5μm 帯に波長を

もつ小型で比較的安価な超短パルスファイバーレー

ザ利用可能な光伝導アンテナ(PCA)の開発が求められ

ている。本課題では、当該光源が利用可能な高効率

THz波発生検出用 PCAの実現を最終目的としている。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 薄膜構造評価 X 線回折(XRD)

装置(リガク ATX-E)、走査電子顕微鏡(SEM)、ホール

効果測定装置 

【実験方法】 分子線エピタキシー法を用い InP 基板

上に 220˚Cで厚さ 2 µmの低温成長(LTG) InxGa1-xAs

を成長し、その後水素雰囲気中 550℃で 1時間アニー

ルを行った。試料表面を SEMで観察後、結晶性をXRD

法で評価し、ホール効果測定でこれらの結晶の局在準

位を評価した。試料の電極は InSnはんだで形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Figure 1(a)に、220˚C で成長した In0.45Ga0.55As の

XRD スペクトルを示す。この LTG In0.45Ga0.55Asは InP

基板に格子整合していないため、ブロードなスペクトルが

基板の高角度側に確認できる。スペクトルがブロードであ

るのは、この LTG In0.45Ga0.55Asの膜厚がMatthews と

Blakeslee のモデルから算出した InP 基板上の

InxGa1-xAs の臨界膜厚を大幅に超えていることによる。

PCA 用の半導体には、結晶欠陥が含まれていることが望

ましいと言えるため、この臨界膜厚を大幅に超えた、欠陥

が多量に含まれていると推測される LTG In0.45Ga0.55As

の欠陥(局在)準位の評価を行った。Figure 1(b)に試料

のキャリア密度の温度依存性を示す。赤い点で示した実

験値に対し、キャリアの電気的中性条件より得られる

理論的なキャリア密度の温度依存性をフィッティン

グした。その結果を黒い実線で示している。このフィ

ッティングパラメータから、局在準位は伝導帯下端か

ら 100 meV 低エネルギー側、その密度は 3.40×1018 

cm-3と見積もることができた。今後、この準位や密度

の検証を行うため、他の電気的特性評価を行う予定で

ある。 
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Figure 1 XRD spectrum ((a)) and temperature 

dependence of carrier density ((b)) of LTG 

In0.45Ga0.55As on InP substrate: (b) Red dots 

and black solid line represent experimental 

data and simulated one, respectively. 


